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1. はじめに 

 安価で環境に負荷をかけない元素で構成されている

ZnO-SnO2（ZTO）は、可視光領域で高い透過率を示す。

また、室温で成膜しても比較的高い Hall 移動度を示し 1）、

結晶化温度が高いことからアモルファスになりやすい。こ

れらから、大面積に均質で高電界効果移動度を有する透明

薄膜トランジスタ（TFT）の作製が期待される材料である。 

 我々は、これまでにプロセス温度が 110℃以下という条

件で、4cm2/Vs 程度の電界効果移動度を有する ZTO を用

いた TFT の作製に成功してきた。しかし、素子分離のた

めのウェットエッチングを行うと、TFT 特性が著しく劣化

し、正常に動作しなくなるという課題があった。 

 本研究では、ウェットエッチングを行った TFT に対し

て、熱処理を行い、特性の回復を試みたので報告する。 

2. 実験 

 Fig. 1に本研究で作製したTFTの光学顕微鏡写真を示す。

基板には、ゲート電極を兼ねた P+Si を用いた。100nm の

熱酸化 SiO2 をゲート絶縁膜として使用した。このゲート

絶縁膜上に RF マグネトロンスパッタ法により、室温で

ZTO を 50nm 成膜した。その後、通常のフォトリソグラフ

ィーと EB 蒸着を用いて、ウェットエッチングによる ZTO

の素子分離とドレイン、ソース電極の作製を行った。ドレ

インとソース電極には、Au/Ti を用いた。作製した TFT に

対して、大気中でオーブンにより 1 時間熱処理を行った。 

3. 結果 

 Fig. 2 に 150℃で熱処理を行った TFT の出力特性を示す。ウェットエッチングにより特性が

劣化し、動作しなかった TFT は、この熱処理を行うことにより、正常に動作するようになった。

しかしながら、素子間の特性のばらつきは大きく、TFT の電界効果移動度は、およそ 2cm2/Vs

にとどまった。 
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Fig. 1. Optical microscope image of 

ZTO TFT. 

Fig. 2. Output characteristics of ZTO 

TFT annealed at 150 °C for 1 h. 
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